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Тема дисертації:
1. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості

2. Physical-chemical modification of the single-crystal silicon surface and its properties

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці методичних особливостей отримання наноструктурованих однорідних
плівок кремнію як нового багатофункціонального матеріалу та дослідження їх властивостей з метою
цілеспрямованого керування характеристиками наноструктурованих плівок при їх використанні в мікро- та
наноелектроніці. Дослідження морфології поверхні показало, що при хімічному травленні відбувається
модифікація поверхні підкладок і на вихідному рельєфі з являються нанорозмірні елементи структури.
Запропоновано механізм формування наноструктурованого шару на поверхні монокристалічного кремнію.
Показано, що в залежності від товщини наноструктурованої плівки кремнію змінюється її фоточутливість:
так у видимому діапазоні спектра максимальну фоточутливість мають наноструктуровані плівки кремнію
товщиною 10-15 нм, а в ультрафіолетовому - 20-25 нм. Методом скануючої тунельної спектроскопії
проведено вивчення локальної щільності електронних станів біля рівня Фермі на поверхні



наноструктурованого кремнію в залежності від товщини наноструктурованої плівки. Показано, що в
залежності від товщини наноструктурованої плівки кремнію змінюється і її тип провідності. Дослідження
газової чутливості структур на основі наноструктурованого кремнію показало, що існують резонансні
частоти, на яких параметри другої похідної вольт-амперної характеристики досягають максимуму, а при
зміні газового середовища відбувається нерівномірний зсув резонансних частот.

2. The thesis is devoted to the development of methodological features a homogeneous nanostructured silicon
films as a new multifunctional material and study its properties for targeted control characteristics of
nanostructured films for using in micro- and nanoelectronics. The surface morphology research showed that
during the chemical etching surface modification of substrates occurs and nanodimensional structures appears.
Formation mechanisms of the nanostructured layer on the monocrystalline silicon surface were provided. It was
shown, the silicon film photosensitivity depends on the thickness of nanostructured silicon film; nanostructured
silicon films with thickness of 10-15 nm have maximum photosensitivity for the visible range of the spectrum and
20-25 nm for the ultraviolet. The local density of electronic states near the Fermi level were studied by scanning
tunneling spectroscopy of the nanostructured silicon surface, with varying thickness of the nanostructured film.
Changes of thickness of nanostructured silicon films affects type conductivity. Investigation of gas sensitivity
structures based on nanostructured silicon has shown that there are resonant frequencies at which the
parameters of the second derivative of the current-voltage characteristic reaches a maximum, and when changing
the gas environment is uneven shift of resonant frequencies.
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